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ジナフトチエノチフェン（DNTT）はその高い移動度と大気安定性から有望な p型有機半導体材

料として注目を集めている[1]。しかしその基礎的な電子構造などは未だに解明されていない。そ

こで、本研究では DNTT単結晶試料に対して角度分解紫外光電子分光法（ARUPS）を行い、イオ

ン化エネルギー及び価電子バンド構造を決定した。 

DNTT 単結晶は物理気相成長法を用いて作成した。また、作製した試料の結晶方位は低速電子

回折及び偏光顕微鏡観察によって確認した。方位が確認できた試料に対して、励起光源として He-

Ⅱα (hν = 40.81 eV)あるいは Xe-Iα (hν= 8.41 eV)を用い、波長 375nm のレーザー光の照射下で

ARUPS測定を行なった。 

Fig.1に、DNTT単結晶の価電子領域および二次電子領域の直出射 UPS測定結果を示す。価電子

帯上端（VBM）はフェルミ準位から 0.70 eVに位置し、仕事関数は 4.32 eVであることから、DNTT

単結晶のイオン化エネルギーは 5.02 eVであると決定された。PYS測定でも UPS測定の値とほぼ

一致した値が得られた。この値は、薄膜で報告されている値は 5.44 eV[2]より明らかに小さく、予

想より電極からの正孔注入に有利であることが示唆される。Fig.2に、DNTT単結晶のΓ-X方位に

対して計測した ARUPS 結果に対してエネルギー方向に二階微分したマッピングを示す。価電子

バンドはΓ点においてフェルミ準位に最も近く、X 点へ向けて２本のバンドが深い結合エネルギ

ー側へ並行に分散していく挙動が見られた。これは理論計算により予測されている DNTTの分散

挙動と一致する。本講演では、他の方位における分散挙動についての観測結果も併せて報告し、

Γ点近傍における曲率から算出されるホール有効質量の異方性についても議論する。 
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Fig. 1. UPS spectra of the DNTT 
single crystal in the HOMO region (left)  
and secondary electron region (right)  
taken with He-IIα excitation 

Fig. 2. ARUPS E-K|| mapping image of 
the DNTT single crystal taken with the 
Xe-Ⅰα excitation 
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